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NORMA BRANŻOWA BN-80 
, 

ELEMENTY • Tranzystory 3375-30.01 
PÓŁPRZEWODNIKOWE typu Be 107, Be 108, Be 109 Zamiast 

BN-72/3375-16.05 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są krzemo­
we, epi'taksjalno-planarne tranzystor)' n-p-iI małej 

mocy, małej częstotliwości Be 107, Be 108, Be 109 
w obudowie metalowej do zastosowań powszechnego 
użytku oraz w urządzeniach , w których wymaga się 

zastosowania elementów o wysokiej i bardzo wysokiej 
jakości, zgodnie z określeniami wg PN-78/T-015l5. 
Tranzystory przeznaczone są do pracy w stopniach wej­
ściowych i sterujących wzmacniaczy małej częstotli­

wości . Tranzystory Be 109 przeznaczone są głównie do 
zastosowań w stopniach wejściowych o niskim pozio­
mie szumów. Tranzystory BC 107, Be 108, Be 109 są 
komplementarne do tranzystosów Be 177, Be 178, 
Be 179. 
Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla tranzy­
storów o: 

- standardowej jakości (poziom jakości I) 
40/125/04, 

- wysokiej jakości (poziom jakości III) 
40/125121, 

- bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -
40/125/56. . 

2. Przykład oznaczenia tranzystorów 
a) o standardowej jakości : 

TRANZYSTOR Be 107 BN-80/3375-30.01 40/ 125/ 04 

b) o wysokiej jakości: 
TRANZYSTOR Be 107/3 BN-80/3375-30.01 140/125/21 

c) o bardzo wysokiej jakości: 
TRANZYSTOR Be 107 BN-80/3375-30.01 40/125/56 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać nazwę 
producenta oraz oznaczenie typu (podtypu). Ponadto 
tranzystory wysokiej jakości powinny być znakowane 
cyfrą 3, a tranzystory o bardzo wysokiej jakości cyfrą 
4 umieszczoną po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystora -
wg rysunku i tabl. l. Elementy obudowy wg PN-72/ 
T-01503: 

Grupa katalogo...!ta 1923 

ark . 28' - podstawa Bl l , 
ark. 35 - obudowa e7. 
Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 

CE 22. 

..... 
~ 

Q r-- -..,. ....i . 

t!-
Ą l 

Kolektor tranzystora (C) jest połączony elektrycznie 
z obudową. 

Tablica l 

Symbol Wymiary, mm Kąt 

wymiaru o .. , 
mm nOm max 

A 4,3 - 5,3 -
a - 2,54' ) - -

0b) - - 0,53 -
, 

0D 5,3 - 5,8 -
0D, 4;5 - 4,9 -
F - - 1,0 -

j 0,92 1,04' ) 1,16 -
k 0,51 - 1,21 -

I 12,7 - - -
Ci - - - 45') 

fJ - - - 90") 

') Wymiar teoretyczny. 
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2 BN-8013375-30.0 I 

S. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-801 
3375-30.00 p. 5.1. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, ' 
CiD 

a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów: 
o D, 0 Dl. A, I wg rysunku i tabl. I, 

b) badania podgrupy A2 - sprawdzenie podstawo­
wych parametrów elektrycznych wg tabl. 2, 

c) badania podgrupy A3 - sprawdzenie drllt': lj/~d­
nych parametrów elektrycznych wg tabl. 3, 

d) badania podgrupy A4 - sprawdzenie parametrów 
elektrycznych Wlum" = , 125°C (poziom III i IV) wg 
tabl. 4. 

e) badania podgrupy B I i C I: 
- spra wdzenie wytrzymałości mechanicznej wypro­

wadzeń - próba Ub, metoda 2. 2,5 N, 3 cykle; próba 
Ual, 5 N, 

- sprawdzenie szczelności - próba Qk, poziom 
nieszczelności 6,65 . 10-6 Pa . dm 3/s, 

f) badania podgrupy B3 i C9: sprawdzenie wytrzy­
małości na spadki swobodne - położenie tranzystora 
w czasie spadania - wyprowadzeniami do góry, 

g) badania podgrupy B4 i C4 - sprawdzenie wy­
, trzymałości na udary wielokrotne: mocowanie za obu­
dowę, 

h) badania podgrupy B6 i C6 - sprawdzenie od­
porności na narażenia elektryczne: układ OB wg 

, PN-78/T-01515 tabl. 7. tli/ni> = 25°C, h= 10 mA, 
UCH = 30 V dla BC 107 oraz U CH == 15 V dla BC 108 
i BC 109, 

i) badania podgrupy C2 - sprawdzenie parame­
trów elektrycznych wg tabl. 3, 

j) badania podgrupy C3 - sprawdzenie masy wy­
robu: 0.5 g, 

k) badania podgrupy C4: 
- spra wdzenie wytrzymałości na przyspieszenie stałe 

- kierunek probierczy - obydwa kiemnki wzdłuż osi 
wyprowadzeń, mocowanie za obudowę, 

- sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej 

częstotliwośc i - mocowanie za obudowę, 

I) badania podgrupy CIO - sprawdzenie wymiarów 
wg rysunku i tabl. ł , 

m) badania podgrupy Dl - sprawdzenie odporności 
na niskie ciśnienie atmosferyczne: temperatura naraża­
nia 25°C (poziom III i IV), 

n) badanie podgrupy B4 - spra wdzenie wytrzyma­
łości na pkśJ1: po badaniu brak porostu pleśni, 

o) badanie podgrupy 05 - sprawdzenie wytrzyma­
łości na mgłę solną: położenie tranzystora dowo'lne, 

p) parametry elektryczne sprawdza ne w czasie i po 
badaniach grupy B, C i O wg tabl. 5. 

7. Pozostałe postanowienia - wg BN-80/3375-30.00. 

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom l , IJI IV) 

Oznaczenie 
Metoua Wartości gral1l<;znc 

Lp. literowe 
pomiaru wg 

Warunki 
Jedno-

Be 107 BC 108 Be 109 
PN-74/ pomiaru 

stka 
parametru T -01504 . mln max m 111 max m 111 max 

I las ark. 09 Un = 50 V. R.E = O nA - 15 - - - -

Uel' = 30 V. R81: = O - - - 1.5 - 15 

2 UI8N) C"" ark. OJ fe= 2 mA, 18 = O V 45 - 20 - 20 -
3 UI8R ) E80 ark. 04 h= I !lA, 18 = O V 6 - 5 - 5 -
4 h2'1:' ) ark. Ol 1, ,= 2 mA. Un := 5 V 110 480 110 !l50 200 850 

I" 
kI. A - 110 240 110 240 , - -
kI. B 200 480 200 480 200 480 

. 
kI. C - - 400 850 400 R50 

5 h2'E' ) ark. Ol fe= 10 !lA. U('E= 5 V kI. A - - - - - -
, 

kI. B 40 4CJ 40 -- - -
kI. C - - 100 - 100 -

6 F ark . 46 fe = 0.2 mA. Uc~= 5 V; 
R. = 2 kn; 4[= 30 Hz + dB - - - - - 4 
+15 kHz 

l e= 0,2 mA. U('E= 5 V. 
R. = 2 kn. dB - 10 - 10 - 4 
f= I kHz, :lf= 200 Hz 

') Selekcja na klasy wzmocnienia (A. B, C) tylko na życzenie odbiorcy, 
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Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 C2 (poziom I, III, IV) 

Oznaczenie Metoda 
Wartości graniczne 

Lp. literowe pomiaru wg Warunki pomiaru Jedn.ostka BC 107 BC 108 BC 109 
parametru PN-74/T -O 1504 

mm max mm max mm max 

I UCE$QI ark. 02 lc= 10 mA, Is = 0,5 mA V - 0,25 - 0,25 - 0,25 

2 UaEsa/ ark. 02 Ic =lOmA,ls =O,5mA V - 0,83 - 0,83 - 0.83 

3 UBE ark. Ol Ic = 2 mA, UCE = 5 V V 0,55 0,7 0.55 0,7 0,55 0.7 

4 fr ark. 24 Ic = 10 mA, UCE = 5 V 
f= 100 MHz 

MHz 150 - 150 - 150 -

5 eCBO ark. 22 UCB = 10 V; f = I MHz pF 4.5 - 4,5 - 4,5 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A4 (poziom 1II IV) 

Metoda 
Wartości graniczne 

Lp. 
Oznaczenie 

Warunki Jednostka BC 107 BC IOli BC 109 
literowe 

pomIaru wg pomIaru 
PN-74/T-01504 

, m 111 max mm max mm łllaX 

I l CEs ark . 09 Ua = 50 V, R sc = O 
/lA 4 

125°C 
- - - - -

Inmh = 
Ua = 30 V, RaE = O 

/lA 4 4 
125°(: - - - . -

tumh = 

Tablica S. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie po badaniach grupy B. C D (poziom I, III, IV) 

Oznaczenie Metoda 
Wartości gramcznc 

literowe pomiaru wg Warunki pomIaru 
Podgrupy 

Jednostka BC 107 BC lOR BC 109 
badań 

parametru PN-74/T-O I 504 
mm max mln max mm max 

las ark. 09 Ucc = 50 V, RSE = O BI, CI, B3. 84. nA - 15 - - - -

UCE = 30 V, RBE = O 
B5, C2. C4. C5. 

15 15 
C7. C9. Dl') - - - -

Ua. = 50 V. Rac = O B6. C6. C8 nA - 75 - - - -

UCE = 30 V, Rsc = O - - - 75 - 75 

Ua = 50 V. Rsc =.0 C2' ) AmIj - 4 - - - -

Un: = 30 V. R BE = O - - - 4 - 4 

h2'E ark. Ol lc = 2 mA, Ua. = 5 V BI. CI. B3. 84. kI. A 110 240 . 110 240 - -
B5. C2. C4. C5 . 

kI. B 200 480 200 480 200 480 
C7 . C9. Dl') -

kI. C - - 400 850 400 850 . 
B6. C6. C8 kI. A 90 290 90 290 - -

- 'ki. B 160 580 160 580 160 580 

kI. C - - 320 1020 ~20 1010 

C2' ) kI. A 45 - 45 - - -

- kI. B 80 - 80 · - RO -
kI. C - - 160 - 160 -

') W czasie badania . 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. 11lslylUcjll opracO\lUj"eil Ilornw - ' r-;" 1I1\llw(l-Produ~cvine Cen­
,; :1;"11 PtłtP'''", .. · wpdni~l~)\\" . 

PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modllłlllh2l~ w zakresie w.cz. 
i czc;stotliwości /r 

_. !stutnl' llllially \\ ,t"wllku dl! BN-721:U75-16.05 - doprowa­
'. : /.;', : {.I p" ~lilnp\\'i~nli.l nini ... ·j:-i /.\.'j Ihu'llly do i".:,!.odnost..'i /. ł:łN-XOj 

,: :', ,~ ~:, .. ~ij. OU. 

PN-76/T -01504.46 Tranzystory. Pomiary parametrów szumów 
PN-78/T-01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymagania 

i badania 

~~,. \()I'łll~ I."· iąziin~ 

": ' .. :· .;iL· (l.:j~5() \Vyroby ckktrotechniclIlt.' . Próby środowiskowe 

PN-80/3375-30.00 Elementy półprzewodnikowe. Tranzystory malej 
mocy małej częstotliwości. Wymagania i badania 

;' >< . ? .' / T ·O 15(L;.2~ Elementy półprzewodnikowe. Zarys wymiary. 4. Normy zagraniczne 
!'ud:'\ l ' I\\-a B t I RWPG CT C3B 509-77 TpaH3HcTopbl THIIOB BC 107. BC IOI!. 

: ' \ . 7 ~ /T· I\I ~O~ . 55 Ekl11ellt~ półprzewodnikowc. Zarys wymIary. 
(FH.1d ~ i\\ a C if 

, · \· .'·1/T .. I!I~()4 .01 Tranzystory. Pomiar liliE i napIęcIa UBE 

: ':\ · :.' .l / T ·OI5(l·HJ2 Tranzystory. Pomiar napięć nasycenia Uet· .,a, 
i { .. li }. ' ,I: 

":, .. 7.1 / l-0150.l.uJ Tranzystory. Pomiar napięć przebicia UIBRI ew. 

l : ~i;K } (I: .'. (i./lRt U ::k · UUN(J, n ;-x 
j' :'-'- ·.·.V ·I-U 15().I.04 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia UIBR1 CBO 

i C!łiNJ .':.8(.1 

P\ · 7·4/T·1l1504.m Trall/ystory. Pomiar prądów resztkowych feER. 

l , " . I ,'''' i pnłdll zerowego Jao 

BC 109 ....:. norma zgodna. 
5. Symbole KTM tranzystorów 

BC 107 1156211401000. 
BC 107A - 1156211401012. 
BC 107B - 1156211401025, 
BC lOB' - 1156211402000, 
BC 10BA - 1156211402013, 
BC 10KB 1156211402026, 
BC IOBC 1156211402039, 
BC 109 115621140300 l. 
BC 109B 1156211403014. 
BC 109C 1156211403027.-1';-...· 7.1/ ·, -O 1504.21 T ranl.)'slOry. Pomiar hl'" w zakresie m.cz. 

1':\ · ~4/T·OI5ll4.~::! TraIlZ},tl1ry. Pomiar pojemności CeBo i C EBO 6. Warłości dopusll.'7.alne tranzystorów - wg tab\. I-I i rys. I-I. 

! I 
~ I 'I 

, 
i -I' 

• 
I 

I , 

I ., 

l 
I J i 
i .I , 

5 l 

OlllaLlt.' ni c 
pa ra nWI fU 

1. ':~· ·IU I 

l.'u s 

( '(' fU 

l :" / " II 

' I.' 

Tablica l-l 

Na/wa parametru 

IWplliCIC swk mi,dzy kolektorem a bazą 

napi~'l'ic stale mi,dz)' kolektorem" emiterem przy 
U III, = O 

napll;",e swlc między kolektorem" emiterem 

napI.,,"'!: stale mi,dzy emiterem a bazą 

pri)d staly kolektora 

pro/d szczytowy kolektora 

Jednostka 
Wartości dopuszczalne 

BC 107 BC 108 BC 109 

V 50 30 30 

V 50 30 30 
. 

V 45 20 20 

V 6 5 5 

mA 100 

mA 200 

mA 50 l . i 
! i lił prijd stal y bazy ' 
~------~~~--~-------------+----~------~----------~ I ~ I l',,,, calkllwita moc wejściowa (stala lub średnia) na 
I ~ wszy,t~;dl elcktrodm:h przy 'n",/o = 25°(' 

mW 300 

I . 
temperatura zlącza OC 175 

Icmperatul'il otoczenia w czasIe pnlcy oC -40+ +125 

'oC ' -55 + +150 ~,~ __ , ,_ .• _. ______ ~ ___ t _cl_n~p_c_r(_il_u_n_l~p_r_z_cc_·I_l'_'w~y~w_'_an_i_a ________________ ~ ________ ~ ______________________________________ _J 

Rczystancja termiczna złącze - otoczenie R'h i_n ..; 500 kiW 

Rezystam:ja termiczna złącze - obudowa R'hj_,' ''; 200 kiW 

A_ 

l (~ "- ....... ... 
0., ~ ; 

['.. 

" M'" ....... 
r" . 

" ". 
i'L 

-~5 l 1., 50 15 100 1:5 t, .... ~Cl 115 

181-80/33'15-30.01-1-11 

R':,. I-I. Zakżl10ść tcmp.:raturowa mocy strat od temperatury p"" = f(l) 
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7. Dane charakterystyczne - wg tab!. 1-2 1-3 oraz rys. 1-2 +1-15. 

Tablica 1-2 

Typ tranzystora 

Lp. 
Oznaczenie 

Nazwa Warunki Jednostka Be 107 Be 108 Be 109 parametru pomiaru 
parametru 

I min; typ max mIn typ max mIn typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 
.. 

I lus prąd resztkowy Un = 50 V. R.E= O nA - 0,2 15 - - - - - -
kolektora 

Un:=30V.RBf."=0 nA 0.2 15 0;2 15 - - - - -

2 U(BRICEO napięcie przcbi- . 
cia kolektor - lew = 2mA V 45 - - 20 - - 20 - -
emiter· 

3 U(BRI EBO napięcie przebi-
Cia emiter - h." = I J.lA V 6 - - 5 - - 5 - -

~ 

baza 

4 h21EI) statyczny wspól- le = 10 J.lA kI. A - 90 - - 90 - - - -
czynnik wzmoc- U eE = 5 V 

40 150 kI. B - - 40 150 - 40 150 -
nienia prądowe-, 

ukladzie kI. e 100 270 100 270 go w - - - - -
wspólnego eml-

le = 2 mA 110 480 110 850 200 X50 - - -
tera , 

Ue!' = 5 V kI. A 110 180 240 110 180 240 - - --
kI. B 200 290 480 200 290 480 200 290 480 

kI. C - - - 400 520 850 400 520 H50 

le= 100 mA2) kI. A - 120 - - 120 - - - -
UCE =5V 

kI. B 200 200 - - - - - , - - -
kI. e - - - - 3~0 - - - - . 

5 UBC napięcie stale 1c = 0,1 mA 
V 0.55 0,55 0 .55 

emiter - baza UCH = 5 V - - - - - -

Ic = 2 mA 
V 0,55 0.62 0.7 0.55 0.62 0.7 0.55 0.62 l1.7 

Un = 5 V 

lc = 100 mN) 
V 0,83 0.83 , - - - - - - -

Ucc = 5 V 

6 UCEK napięcie kolan- ICI = II mA \ 

koweJ ) UeE = I V V - OJ 0.6 - 0,3 0.6 - 0.3 0.6 

l e<l = 10 mA 

7 UCE sQI napIęCie nasyce- Ic= 10 mA 
V 0.09 0.20 0,09 0.20 0 ,20 - - - O.O'! 

nia kolektor - lB = 0,5 mA 
emiter 

le = 100 mA2) 
V 0,2 0.6 0,2 0,6 I l. = 5 - - - - -

mA 

8 USEs(l' na pięcie na syce- lc= 10 mA 
V 0,7 0,83 0,7 0,83 0.7 0)0 

0,5 
- - -

nia emiter - l. = mA 
baza 

lc= 100 mA2) , 

5 
V - 0.9 1.05 - 0,9 1,05 - - -

l. = mA 

9 hll,l) malosygnalowa Ie = 2 mA 1,6 - 8.5 1,6 - 15 3.2 - 15 

zwarcIOwa im- Ue!' = 5 V 
kI. A 1,6 3,0 4,5 1,6 3,0 4.5 

pedancja wej- f= l kHz 
- - -

kil 
ściowa w ukla- kI. B 3,2 6,0 8,5 3,2 6.0 8,5 3,2 6.0 tU 
dzie wspólnego 

kI. e 6,0 9,0 15 6.0 9 ,0 15 - - -emitera ' . 

10 hI2}) malosygnalowy lc = 2 . mA kI. A - 1,5 - - 1,5 - - -
zwarcIOwy 
współczynnik Ucc = 5 V kI. B X 10-4 - 2,0 - - 2,0 - - 2.0 -
przenoszeOla 
napięciowego w f= I kHz kI. e - - - - 3,0 - - 3.0 -
układzie wspól-
nego emitera j 
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cd. tabl. 1-2 

Typ tra nzystora 

L p. 
Oznaczenie 

Nazwa para metru Wa runki Jednostka BC 107 BC 108 BC 109 pomia ru 
pa rametru 

mm typ ma x mln typ max min typ max 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 14 
. 

II hu.' ) malosygnalowy l e = 2 mA I 125 - 500 125 - 900 240 - 900 
zwa rcIOwy 
współczynnik Ua = 5 V kI. A 125 220 260 125 220 260 - - -
przenoszenia -
prądowego w 1= I kHz kI. B 240 330 500 240 330 500 240 330 500 
układzie wspól -
nego emitera kI. C - - - 450 600 900 450 600 900 

'12 hn ) malosygnałowa fe = 2 mA - - 60 - - lłO - - lłO 

rozwarcIOwa 
admitancja UCE = 5 V kI. A - 18 30 - 18 30 - - -
wyjściowa w ~S 

, 

układzie wspól- 1= I kHz kI. B - 30 60 . - 30 60 - 30 60 
nego emitera 

kI. C - - - - 60 110 - 60 110 

13 l , częstotliwość l e = 10 mA 
gra nIczna UCE = 5 V , . MHz 150 300 - 150 300 - 150 300 -

f= 100 MHz 

14 CC80 pojemność zJą- Ue8 = lO V, h = O 
pF 2,5 4,5 2,5 4,5 2,5 4.5 

I - - -cza kolektor - 1 = MHz 
baza 

15 CE80 pojemność zJą- UE8 = 5 V 
pF 8 8 8 - - - - - -

cza emiter - 1= I MHz 
ba za . 

16 F współczynnik le= 0,2 mAJ= I kHz 
slIImów R. = 2 k!l, Ua = 5 V - 2 10 - 2 10 - 2 4 

Ar = 200 Hz • dB 
l e = 0,2 mA 
R. = 2 kil, Ua = 5 V - - - - - - - 2 4 
1= 30 H z -+- 15 kHz 

' ) Selekcja na klasy wzmOCnIenIa (A, B, C) tylko na życzenie odbio rcy. 
2) Pomiar impulsowy: Ip ~ 300 ~s, ćJ ~ 2%. 
' ) Określenie 

Ie 
(mĄ] 

8 

li 

4 

2 

o 

~ 

'r 

~ 

r 
r 

45 

- 40 

-

10 

napu;cl3 kola nkowego UCEK wg tabl. 

3S tlllftb= 25'1: 
~o 

Z5 
20 

15 

10 

r,: 5)1~ 

20· 30 40 50 Ue! tV1 

1-3 . 

BC107 

I BN ;..80/3375 -30.0H-zl 

Rys. 1-2. ChanI kte rystyka wyjściowa fe =f{Ua) 
18 - para metr 

/I 
(/ 

łZ 
1/ 

, 
",. 
't' 

4 
f 

D 

~ 90 10 Be 108 
Bt 109 

70 fQlllb"Z5"t 

60 

SD 

40 

3D 
zo 
I.=lllllA 

4 12 16 la %4 Ua [VJ 

ISN-BO/3375 30.01-I-31 

Rys. 1-3. Chara kterystyka wyjśc iowa l e = 1 (UcEl 
18 - pa rametr 

.. 
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rm%f 
le Bt 109 
Al 

to .. \I·25"C 

IDO 
~I, .~ 

aft '/ t;:; :[4:U 
uw r ",... -• 1.0 

~ I-"'" D .• 
60 - ... 
~ 0.6 

~ -
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Rys. 1-4. Charakterystyka wyjściowa Ic = f( Ucd 
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Rys. I-S . Charakdrystyka przejściowa l. = f(U. E) • 
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Rys. 1-6. Zależność napięcia nasycenia lICE "a' od prądu kolektora 
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Rys. 1-7. Zależność napięcia nasycenia UBE ,w' od prądu kolektora 
UBE.,a, = f(lel 
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Rys. 1-8. Zależność pojemności złącza kolektora od napięcia UCB 

CeBO = I(UeB) 
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Rys. 1-9. Chara~;terystyczny kształt przebiegu znormalizowanego 
współczynnika wzmocnienia pr,łdowego 
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Rys. 1-10. Zależność temperaturowa prądu zerowego leBo = l(tamb) 
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Rys. 1-11. Zależność parametrów macierzy hij od napięcia kolektor­
emiter 

hij = l(Ua) 
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Rys. 1·12. Zależność parametrów macierzy hij od prądu kolektora 
hij = f Ud 
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Rys. 1-13. Zależność częstotliwości granicznej od prądu kolektora 
fr = fUc) 
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Rys . 1-14. Zależność współczynnika szumów od częstotliwości 

F = f(f) 
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Rys . I-IS . Zależność współczynnika szumów od częstotliwości 
F = f(f) 
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Tablica 1-3 

Nazwa \ Oznaczenie 
Określenie 

parametru literowe 

Napięcie wartość napll,cla kolektor -- emiter wyznaczona przez określoną war- UCEK 

kolankowe (ość prądu kolektora l C2 na takiej charakctrystycc wyjściowej tranzysto-

ra l e == !(Ua ) przy In :o const, która przechodzi przez punkt: 

I CI = kIn, Uet.' - określone (np. k = l , l ; Ua = l V) , 
, - .. 

It 
, 
; 

(' la = consŁ 
leI _"",,t'" 
Iez Vv 
~ I--'" • 

I . 
- .. 

UCEK UCE =1V Uce 


